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摘要(译)

薄膜晶体管具有能够降低Vgs-Ids特性劣化的结构。薄膜晶体管具有由N
型杂质扩散区域，漏极区域和栅极电极构成的源极区域，以及形成在栅
极电极正下方的沟道区域。源区和漏区分别通过多个接触孔连接源电极
和漏电极。在沟道区中以恒定间隔形成多个P型杂质扩散区。
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